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【はじめに】 我々は、マイクロ波プラズマ CVD 法にロール to ロール技術を適用することでグラフ

ェン膜を短時間で大面積に低温合成できる技術を開発した[1]。産業応用に向けたグラフェン膜の低抵

抗化のためには、プラズマ CVD 法により合成したグラフェン膜の電気伝導特性を十分理解する必要が

ある。これまで van der Pauw素子を用いたホール効果測定により電気伝導特性を評価し、ホール移動

度にばらつきが生じていることを確認した[2]。本研究では、ホール効果測定により移動度を求めたデ

バイスに対してラマンマッピングを行い、ホール移動度とグラフェン膜の結晶性との関連を調べた。 

【実験方法および結果】 マイクロ波プラズマ CVD 法により銅箔上にグラフェン膜を合成した後、グ

ラフェン膜を他基板に転写した。その後、通常のフォトリソグラフィ技術を用いて数十m角の van der 

Pauw 素子を作製した。これらの素子に対してホール効果測定を行ったところ、ホール移動度は 10～

1000 cm
2
/Vsを示した。更にラマンマッピングを行い、移動度と D バンドと Gバンドの強度比(ID/IG)の

関係について調べた（図１）。その結果、ID/IGが減少することで移動度が増大することが示唆された。 
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図 1 ホール移動度と Raman mapping で得られた D/G 比の関係 
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